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ПОВЕРХНЕВІ  ВЛАСТИВОСТІ  n-CdSb 

Наведено результати експериментальних досліджень електрофізичних властивостей поверхні 
n-CdSb. Визначено Характер вигину енергетичних зон в приповерхневій області і умови утво-
рення інверсійного шару. 

This paper is concerned with the surface properties of the n-type CdSb. The direction of the energy-
band displacement in the space-charge region and conditions of a p-type inversion layer formation at 
the surface of the n-type CdSb is determined. 

У роботі [1] показано, що електричні власти-
вості слабо легованого n-CdSb значно залежать 
від стану поверхні досліджуваних зразків. Цікаво 
було дослідити характер зміни провідності і 
термоерс цього матеріалу після подрібнення крис-
талів і виготовлення пресованих зразків. Крім 
того, корисну інформацію про характер перероз-
поділу носіїв заряду в протиповерхневій області 
зразків можна було б одержати з вимірювань 
ефекту поля. Основні результати таких дослі-
джень наведені в даній роботі. 

Вихідні кристали вирощували методом зонної 
плавки. З метою одержання матеріалу n-типу 
використовували донорні домішки In і Te. Виго-
товлені з кристалів порошки поділяли на фракції. 
Пресування здійснювали при кімнатній темпе-
ратурі. Величина тиску складала 1000 МПа. Від-
пал зразків проводили при температурі 683 К 
протягом 9 годин. Пресовані зразки мали розміри 
1,5×1,5×12 мм. Електричні властивості порошків 
досліджували при кімнатній температурі, а пре-
сованих зразків – в інтервалі температур від 
азотної до 400 К. 

Дослідження показали, що величина і знак 
коефіцієнта термоерс порошків залежать не 
тільки від кількості легуючої домішки у вихід-
ному матеріалі, але й від розмірів зерна. Крім 
того, вони змінюються з часом. На рис.1 наве-
дені результати вимірювань, які були проведені 
на порошках різних фракцій, виготовлених з 
кристала, легованого Те. Подібні результати 
були одержані й на порошках з домішкою In. 
Встановлено, що у випадку дрібних фракцій 
знак термоерс порошкуватого матеріалу зміню-
ється на додатний вже в процесі подрібнення 
кристала, а у порошків, які складаються з круп-

них фракцій, ця зміна відбувається з часом. 
Наведені результати свідчать про те, що під 

час виготовлення порошків на поверхні криста-
літів утворюється шар матеріалу з дірковим ти-
пом провідності. Утворення такого шару може 
бути пов’язане з адсорбційними процесами і 
появою областей просторового заряду інверсно-
го типу, а спостережувана залежність поверх-
нево-чутливих властивостей порошків від часу – 
з кінетикою адсорбції. 

При вимірюванні питомої ваги теплопровід-
ності σеф, коефіцієнтів Холла Rеф і термоерс αеф 
пресованих зразків в інтервалі температур 400÷ 
77 К були одержані температурні залежності 
σеф(Т), Rеф(Т) і αеф(Т), вигляд яких свідчить про 
наявність активаційних процесів, зумовлених  
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Рис.1. Залежність термоерс від величини зерна: 
результати, одержані відразу після виготовлення 
порошку (1), через 22 години (2), через 94 години 
(3), через 160 годин (4). 
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переходами носіїв заряду між зонами і розташо-
ваними в межах забороненої зони поверхневими 
станами [2,3]. Визначена на основі цих даних 
величина енергії активації складає 0,09 еВ. 

Дослідження електрофізичних властивостей 
поверхні зразків n-CdSb методом ефекту поля в 
системі напівпровідник-електроліт проводили 
при кімнатній температурі. Тонкі плоскі зразки 
для досліджень виготовляли з орієнтованих крис-
талів. Порівнювалась залежність питомої поверх-
невої провідності ∆σп(V) з теоретичною залеж-
ністю ∆σs від Ys [4]. 

З отриманих залежностей Ys(V) було визна-
чено початковий згин зон Ysо і потенціал плоских 
зон V0. Проведені розрахунки показали, що у 
випадку матеріалу n-типу в приповерхневій 
області зразків, внаслідок вигину енергетичних 
зон вверх, утворюється інверсний шар p-типу, 
а визначене положення поверхневих станів від-
повідає даним, одержаним з температурних за-
лежностей провідності пресованих зразків. 

 
Рис.2. Залежність питомої електропровідності σеф (1), 
коефіцієнта Холла Rеф (2) від температури. 
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Рис.3. Залежність Ys від напруги у випадку зразка 
n-типу. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Раренко И.М., Семизоров А.Ф., Гертович Т.С., 
Грицюк Б.Н. Аномальные свойства n-CdSb // 
ФТП. - 1973. - 7, № 8. - С.1595-1598. 

2. Поликристаллические полупроводники. Физичес-
кие свойства и применения / Под ред. Г.Харбеке. - 
М.: Мир, 1989. 

3. Моррисон С. Химическая физика поверхности 
твердого тела. - М.: Мир, 1980. 

ln
(σ

, О
м-1

⋅с
м-1

) 

ln
(R

, с
м3 ⋅К

л-1
) 

4. Ржанов А.В. Электронные процессы на поверх-
ности полупроводников. - М.: Наука, 1971. 

 

103/T, K

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 63. Фізика.Електроніка. 96


